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Розсіювання в квантовій ямі

Опір пасивних областей
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Врахування форми бар’єрів

!!! Модель різкого гетеропереходу задовільно апроксимує лише широкі бар’єри

9 10 11 12

0

0.2

0.4

0.6

0.8

z, нм-1 0 1 2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

z, нм

E , еВc
E , еВc

фізично необгурнтована, використовується 
як припасувальний параметр

д а) плавний гетероперехід            [7] д б) «надрешіткова» модель
гетерограниці . [16]

обґрунтована в рамках методу 
псевдопотенціалів, використана вперше
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